SSE 216/SSE 219

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Switching Transistors

Applications: Digital applications
in thick and thin film circuits

Anwendungen: Digitale Anwendungen
in Dick- und Diinnfilmschaltungen

SSE 216/SSE 219

Sperrschichttemperatur

Junction temperature tj 150 °C
Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range tamb —40 ... --100 °C

Lagerungstemperaturbereich

Besondere Merkmale:

Features:

Storage temperature range
Wiarmewiderstiinde

stg

—55... 4150

Min.

Typ.

Max.

°C

@ SSE 219 schneller Schalter @ SSE 219 high speed switch

Abmessungen in mm Dimensions in mm

Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung
Junction-ambient
auf Glassubstrat 7>7><1 mm
on gloss substrat : Rinia 0,7 K/mWw
auf Keramik 30312>1 mm
on ceramic Renua 045 K/mW
Statische KenngréBen
DC characteristics tamp =25°C — 5K
Kollektor-Basis-Reststrom
Collector cut-off current
Ucg=20V Icao 15 100 nA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
lc =10 mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

Uryceol) 15 v

Ig == 10 pA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

Collector saturation voltage
lg =3 mA, Ic =30 mA

UBr) EBO

UcEsat

0,23

0,43

Gehduse Bauform Y, & i s Case construction Y,
&hnlich SOT 23 & ' ! Gl similar SOT 23
TGL 11811 v R | TGL 11 811
Plastgeh&use | ¥ Plastic case
Masse ca. 0,02 g rl_j_l___ L Weight.about 0.02 g
e |

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Spannung
Collector-bose voltage Uceo 20 v
Kollektor-Emitter-Spannung
Collector-emitter voltage Uceo 15 v
Emitter-Basis-Spannung
Emitter-bose voltage Uega 5 vV
Kollektorstrom
Collector current Ic 100 . mA
Kollektorspitzenstrom
Collecter peak current lem 200 mA
Basisstrom
Base current , s 20 mA
Gesamtverlustieistung
Total power dissipation

tamb =45 °C, Ripia =< 0,7 K/mW Piot 150 mw
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Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Base saturation voltage

lg =3 mA, lc =30 mA Ugksat 0,87 1 v
Gleichstromverstarkung
DC forward current transfer ratio
Uce = 0,5V, Ic = 30 mA
Gruppe,Group: C heg 56 120 140
D hre 112 160 280
Dynamische KenngrofBien I
AC characteristics tgmp = 25°C— 5K
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Uce=20V, Ic=5mA, f= 100 MHz
Gruppe Group: C fr 120 MHz
D fr 160 MHz



SSE 216/SSE 219 SSE 216/SSE 219
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KurzschluBausgangskapazitéit Min. Typ. Max. R sse e, 2sc ‘ ] 7
Short circuit output capacitance P

Ug=10V, [g=0, f=2MHz Cob 2,5 pF
Schaltzeiten

Switching characteristics
—lgs = 1,5 mA, lg1 =3 mA, Ic=10mA,

Ry = 22000hm
SSE 219 ton 14 35 ns
Lot 20 30 ns
SSE 216 ton =35 ns
toff > 30 ns

Schaltzeitmessung nach TGL 38465
Switching time measurement according to TGL 38465
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/Code on case:
F

Stempelcode:
S5S5E216C
SSE216 D

SSE 216/SSE 219

SSE 216/SSE 219
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